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(57) 요 약

박막 트랜지스터 액정 디스플레이(TFT-LCD)에 있어서, 게이트 라인과 공통 전극 라인 사이에 박막 트랜지스터들

을 통하여 연결이 형성된다.  하나의 프레임을 스캐닝하는 동안, 다음 행이 턴-온되기 전에, 고전압 신호가 다음

행의 화소들에 인가되고, 즉 정상 백색 모드 내에 흑색 화상이 삽입된다.  하나의 행 내의 화소들이 동작하고,

다음 행의 화소들이 턴-온되지않고, 흑색 화상 데이터가 다음 행으로 삽입된다.  박막 트랜지스터 액정 디스플레

이의 행 내의 화소들이 턴-온되기 전에 고전압이 인가되며, 이에 따라 흑색 화상이 삽입되고, 동영상의 테일링이

완화될 수 있다.

대 표 도 - 도1
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특허청구의 범위

청구항 1 

정전압(constant voltage)을 제공하기 위한 주변 공통 전극 라인;

정전압을 유지하기 위한 복수의 화소 공통 전극 라인들;

게이트 신호들을 제공하기 위한 복수의 게이트 라인들;

여러 행들로 복수의 화소들을 한정하도록 상기 게이트 라인들과 교차하고, 데이터 신호들을 제공하기 위한 복수

의 데이터 라인들;

상기 화소들 각각 내에 형성되고, 스토리지 캐패시터들을 형성하도록 상기 화소 공통 전극 라인들 각각과 중첩

(overlap)되는 복수의 화소 전극들;

이전 행(previous row)의 상기 게이트 라인과 연결된 게이트와 소스, 및 동일한 행(same row)의 상기 화소 공통

전극 라인과 연결된 드레인을 각각 포함하는 복수의 제1 박막 트랜지스터들; 및

동일한 행의 상기 게이트 라인과 연결된 게이트, 상기 주변 공통 전극 라인과 연결된 소스, 및 상기 동일한 행

의 상기 화소 공통 전극 라인과 연결된 드레인을 각각 포함하는 복수의 제2 박막 트랜지스터들;

을 포함하는 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(TFT-LCD).

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 제1 박막 트랜지스터들 각각의 상기 게이트 및 상기 소스는 상기 이전 행의 상기 게이트 라인의 제1 단부

와 연결되고, 

상기 제1 박막 트랜지스터들 각각의 상기 드레인은 상기 동일한 행의 상기 화소 공통 전극 라인의 제1 단부와

연결되고, 

상기 제2 박막 트랜지스터들 각각의 상기 게이트는 상기 동일한 행의 상기 게이트 라인의 제1 단부와 연결되고, 

상기 제2 박막 트랜지스터들 각각의 상기 소스는 상기 주변 공통 전극 라인과 연결되고, 

상기 제2 박막 트랜지스터들 각각의 상기 드레인은 상기 동일한 행의 상기 화소 공통 전극 라인의 제1 단부와

연결되고, 

상기 라인들의 상기 제1 단부는 게이트 드라이버에 가까운 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정 디스플레

이.

청구항 3 

제 2 항에 있어서,

복수의 제3 박막 트랜지스터들을 더 포함하고,

상기 제3 박막 트랜지스터들 각각의 게이트는 상기 동일한 행의 상기 게이트 라인의 제2 단부와 연결되고, 

상기 제3 박막 트랜지스터들 각각의 소스는 상기 주변 공통 전극 라인과 연결되고, 

상기 제3 박막 트랜지스터들 각각의 드레인은 상기 동일한 행의 상기 화소 공통 전극 라인의 제2 단부와 연결되

고, 

상기 라인들의 상기 제2 단부는 상기 게이트 드라이버로부터 이격된 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정

디스플레이.

청구항 4 

제 3 항에 있어서,
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복수의 제4 박막 트랜지스터들을 더 포함하고,

상기 제4 박막 트랜지스터들 각각의 게이트와 소스는 상기 이전 행의 상기 게이트 라인의 상기 제2 단부와 연결

되고, 

상기 제4 박막 트랜지스터들 각각의 드레인은 상기 동일한 행의 상기 화소 공통 전극 라인의 상기 제2 단부와

연결되는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정 디스플레이.

청구항 5 

제 2 항에 있어서,

복수의 제4 박막 트랜지스터들을 더 포함하고,

상기 제4 박막 트랜지스터들 각각의 게이트와 소스는 상기 이전 행의 상기 게이트 라인의 제2 단부와 연결되고, 

상기 제4 박막 트랜지스터들 각각의 드레인은 상기 동일한 행의 상기 화소 공통 전극 라인의 제2 단부와 연결되

고,

상기 라인들의 상기 제2 단부는 상기 게이트 드라이버에 가까운 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정 디스

플레이.

청구항 6 

제 1 항에 있어서,

상기 제1 박막 트랜지스터들 각각의 상기 게이트 및 상기 소스는 상기 이전 행의 상기 게이트 라인의 제1 단부

와 연결되고, 

상기 제1 박막 트랜지스터들 각각의 상기 드레인은 상기 동일한 행의 상기 화소 공통 전극 라인의 제1 단부와

연결되고, 

상기 제2 박막 트랜지스터들 각각의 상기 게이트는 상기 동일한 행의 상기 게이트 라인의 제2 단부와 연결되고, 

상기 제2 박막 트랜지스터들 각각의 상기 소스는 상기 주변 공통 전극 라인과 연결되고, 

상기 제2 박막 트랜지스터들 각각의 상기 드레인은 상기 동일한 행의 상기 화소 공통 전극 라인의 제2 단부와

연결되고, 

상기 라인들의 상기 제1 단부는 게이트 드라이버에 가까우며, 

상기 라인들의 상기 제2 단부는 상기 게이트 드라이버로부터 이격된 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정

디스플레이.

청구항 7 

정전압을 제공하기 위한 주변 공통 전극 라인;

정전압을 유지하기 위한 복수의 화소 공통 전극 라인들;

게이트 신호들을 제공하기 위한 복수의 게이트 라인들;

여러 행들로 복수의 화소들을 한정하도록 상기 게이트 라인들과 교차하고, 데이터 신호들을 제공하기 위한 복수

의 데이터 라인들;

상기 하나의 게이트 라인의 일 단부와 상기 하나의 게이트 라인의 다음 행의 상기 하나의 화소 공통 전극 라인

을 각각 연결하는 복수의 제1 박막 트랜지스터들;

상기 주변 공통 전극 라인과 상기 하나의 화소 공통 전극 라인의 일 단부를 각각 연결하는 복수의 제2 박막 트

랜지스터들;

상기 하나의 화소 공통 전극 라인의 타 단부와 상기 주변 공통 전극 라인을 각각 연결하는 복수의 제3 박막 트

랜지스터들; 및

상기 하나의 게이트 라인의 타 단부와 상기 하나의 게이트 라인의 다음 행의 상기 하나의 화소 공통 전극 라인
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의 타 단부를 각각 연결하는 복수의 제4 박막 트랜지스터들;

을 포함하는 박막 트랜지스터 액정 디스플레이.

청구항 8 

제 7 항에 있어서,

상기 제1 박막 트랜지스터들의 하나의 게이트 및 소스는 상기 하나의 게이트 라인과 연결되고, 

상기 제1 박막 트랜지스터들의 하나의 드레인은 상기 하나의 게이트 라인의 다음 행의 상기 하나의 화소 공통

전극 라인과 연결되는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정 디스플레이.

청구항 9 

제 7 항에 있어서,

상기 제2 박막 트랜지스터들의 하나의 게이트 및 소스는 상기 주변 공통 전극 라인과 연결되고, 

상기 제2 박막 트랜지스터들의 하나의 드레인은 상기 하나의 게이트 라인의 다음 행의 상기 하나의 화소 공통

전극 라인과 연결되는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정 디스플레이.

청구항 10 

제 7 항에 있어서,

상기 제3 박막 트랜지스터들의 하나의 게이트 및 소스는 상기 주변 공통 전극 라인과 연결되고, 

상기 제3 박막 트랜지스터들의 하나의 드레인은 상기 하나의 게이트 라인의 다음 행의 상기 하나의 화소 공통

전극 라인과 연결되는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정 디스플레이.

청구항 11 

제 7 항에 있어서,

상기 제4 박막 트랜지스터들의 하나의 게이트 및 소스는 상기 하나의 게이트 라인의 타 단부와 연결되고, 

상기 제4 박막 트랜지스터들의 하나의 드레인은 상기 하나의 게이트 라인의 다음 행의 상기 하나의 화소 공통

전극 라인과 연결되는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정 디스플레이.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야

본 발명은 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(TFT-LCD)에 관한 것이다.<1>

    배 경 기 술

박막 트랜지스터 액정 디스플레이(TFT-LCD)는 작은 크기, 낮은 전력 소모, 작은 방사 등의 장점들을 가지고 있<2>

다.  박막 트랜지스터 액정 디스플레이들은 최근 빠르게 발전하고 있고, 디스플레이 패널의 크기의 증가와 함께

더 우수한 디스플레이 성능을 제공할 수 있다.  박막 트랜지스터 액정 디스플레이들에 있어서, 정상 백색 구동

모드는 언제나 적용되며, 전압이 화소 전극들에 인가되면 흑색 영상이 디스플레이되고, 전압이 인가되지 않으면

상기 패널은 광에 대하여 투명하게된다.

도 9는 종래의 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.  도 9를 참조하면, 각각의 화소의 스위칭<3>

요소로서 박막 트랜지스터가 턴-온되면, 데이터 신호가 상기 박막 트랜지스터를 통하여 상기 화소의 화소 전극

에 전송된다.  상기 화소 전극에 인가된 전압은 액정 셀 내의 액정 분자들의 방위를 제어하고, 이에 따라 광 경

로가 제어된다.  하나의 프레임(frame)을 스캐닝하는 동안, 상기 화소 전압은 화소 전극 및 화소 공통 전극 라

인에 의하여 형성된 스토리지 캐패시터를 통하여 유지된다.  즉, 상기 화소 전압은 화소 공통 전극 라인에 형성

된 스토리지 캐패시터(Cst)(공통 스토리지 캐패시터, Cst on Common)에 의하여 유지된다.  박막 트랜지스터 액
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정 디스플레이의 동작에 있어서, 상기 박막 트랜지스터들은 순차적으로 턴-온되고, 데이터 신호들은 순차적으로

상기 화소들에 전달된다.  N번째 행의 게이트 라인에 고전압(Vgh)이 인가되고, 상기 N번째 행의 박막 트랜지스

터들이 턴-온되면, 나머지 행들의 게이트 라인들에는 저전압 신호(Vgl)가 인가되고, 이에 따라 상기 이러한 행

들의 박막 트랜지스터들은 턴-오프되고, 상기 이러한 행들의 화소들의 전압은 스토리지 캐패시터(Cst)에 의하여

유지된다.

도 10은 공통 스토리지 캐패시터(Cst on Common)의 설계의 등가 회로도이다.  복수의 화소들을 한정하도록 복수<4>

의 게이트 라인들(1) 및 복수의 데이터 라인들(2)은 서로 교차된다.  상기 화소들 각각은 그 내에 형성된 화소

전극(5)을 가진다.  상기 화소들 각각에 대하여, 상기 게이트 라인, 상기 데이터 라인, 및 상기 화소 전극은 세

개의 터미널의 스위칭 요소, 즉 화소 박막 트랜지스터(6)에 의하여 서로 연결된다.  복수의 화소 공통 전극 라

인들(4)은 스토리지 캐패시터들을 형성하기 위하여 제공되고, 또한 화소 공통 전극 라인들(4)은 게이트 라인들

(1)과 평행하고 각각의 행에서 화소 전극들(5)과 부분적으로 중첩된다.  화소 공통 전극 라인들(4)은 상기 패널

의 주변 영역에서 공통 전극 라인(3)과 직접적으로 연결된다.  따라서, 동작에 있어서, 상기 화소가 턴-온되는

지 여부에 무관하게, 스토리지 캐패시터(Cst)를 형성하기 위하여, 상기 화소 공통 전극 라인에 동일한 전압이

인가된다.  화소 전극(5)이 하전(charge)된 후에, 상기 화소가 후속 프레임에서 재하전되기까지 화소 전극(데이

터) 상에 인가된 전압이 유지된다.  화상의 후속 프레임이 도달하면, 현재의 화상에 기초하여 상기 화상 데이터

가 리프레쉬된다.  즉, 상기 N번째 행 내의 화소들이 턴-온된 후, (N+1)번째 행 내의 화소들이 턴-온되기 전에,

상기 (N+1)번째 행 내의 상기 화소들 내의 원래의 디스플레이 정보는 정시에 소거지지 않을 수 있고, 이에 따라

동영상의 잔상(visual residual) 및 테일링(tailing)을 야기한다.  따라서, 종래의 박막 트랜지스터 액정 디스

플레이는 새로운 화상을 디스플레이하기 위하여 현재의 화상을 변형하고, 이에 따라 동영상의 잔상 및 테일링을

야기하고, 반응 속도 및 디스플레이 품질의 저하를 야기한다.

또한, 상기 게이트 라인에 인가된 게이트 신호는 전송이 지연될 수 있고, 이에 따라 상기 게이트 라인의 저항이<5>

일정한 범위 내에 존재하는 것을 요구하며, 즉, 상기 라인 폭이 범위 내에서 제어되어야 한다.  설계에 있어서,

상기 게이트 라인 및 상기 화소 공통 전극 라인을 보호하기 위하여, 차광 스트립들이 칼라 필터 기판 상에 제공

된다.  따라서, 라인 폭은 화소의 개구 비율에 영향을 주며, 따라서 상기 개구 비율은 상기 화소를 통과하는 광

의 비율에 직접적으로 영향을 준다.  상기 개구 비율이 큰 경우에는, 상기 화소를 통과하는 광의 비율이 증가된

다.  따라서, 종래의 박막 트랜지스터 액정 디스플레이에 있어서, 상기 게이트 라인의 신호 지연을 감소시키기

위하여 게이트 라인의 라인 폭을 증가시키는 것은 상기 화소의 개구 비율을 증가와 상충되며, 큰 라인 폭 및 큰

개구 비율 사이의 조정이 요구된다.

    발명의 내용

        해결 하고자하는 과제

본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 신호 전송 지연을 방지할 수 있는 구조를 가지는 박막 트랜지스터 액<6>

정 디스플레이를 제공하는 것이다.

        과제 해결수단

상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이는: 정전압을<7>

제공하기 위한 주변 공통 전극 라인; 정전압을 유지하기 위한 복수의 화소 공통 전극 라인들; 게이트 신호들을

제공하기  위한  복수의  게이트  라인들;  여러  행들로  복수의  화소들을  한정하도록  상기  게이트  라인들과

교차하고, 데이터 신호들을 제공하기 위한 복수의 데이터 라인들; 상기 화소들 각각 내에 형성되고, 스토리지

캐패시터들을 형성하도록 상기 화소 공통 전극 라인들 각각과 중첩되는 복수의 화소 전극들; 이전 행의 상기 게

이트 라인과 연결된 게이트와 소스, 및 동일한 행의 상기 화소 공통 전극 라인과 연결된 드레인을 포함하는 복

수의 제1 박막 트랜지스터들; 및 동일한 행의 상기 게이트 라인과 연결된 게이트, 상기 주변 공통 전극 라인과

연결된 소스, 및 상기 동일한 행의 상기 화소 공통 전극 라인과 연결된 드레인을 포함하는 복수의 제2 박막 트

랜지스터들;을 포함한다.

상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이는: 정전압<8>

을 제공하기 위한 주변 공통 전극 라인; 정전압을 유지하기 위한 복수의 화소 공통 전극 라인들; 게이트 신호들

을 제공하기 위한 복수의 게이트 라인들; 여러 행들로 복수의 화소들을 한정하도록 상기 게이트 라인들과 교차

하고, 데이터 신호들을 제공하기 위한 복수의 데이터 라인들; 상기 하나의 게이트 라인의 일 단부와 상기 하나
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의 게이트 라인의 다음 행의 상기 화소 공통 전극 라인을 각각 연결하는 복수의 제1 박막 트랜지스터들; 상기

주변 공통 전극 라인과 상기 하나의 화소 공통 전극 라인의 일 단부를 각각 연결하는 복수의 제2 박막 트랜지스

터들; 상기 하나의 화소 공통 전극 라인의 타 단부와 상기 주변 공통 전극 라인을 각각 연결하는 복수의 제3 박

막 트랜지스터들; 및 상기 하나의 게이트 라인의 타 단부와 상기 하나의 게이트 라인의 다음 행의 상기 하나의

화소 공통 전극 라인의 타 단부를 각각 연결하는 복수의 제4 박막 트랜지스터들;을 포함한다.

        효 과

본 발명에 따른 구조와 설계 방법은 상기 게이트 라인의 저항과 신호 지연을 효과적으로 감소시킬 수 있고, 상<9>

기 개구 비율 사이를 조정할 수 있고, 상기 게이트 라인의 신호 지연을 감소시키기 위하여 필요한 라인 폭을 증

가시킬 수 있다.

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

본 발명에 따른 응용의 더 넓은 범위는 이하의 상세한 설명에 의하여 명백하게 된다.  그러나, 본 발명의 바람<10>

직한 실시예들을 개시하는 상세한 설명과 특정한 예들은 예시적으로 제시된 것임을 이해할 수 있으며, 이는 본

기술분야의 당업자에게는 하기의 상세한 설명으로부터 본 발명의 기술적 사상의 범위 내에서 다양한 변화들과

변형들이 가능하기 때문이다.

본 발명은 이하에 첨부된 도면들 및 실시예들을 참조하여 상세하게 설명된다.<11>

이하의 실시예들에 있어서, 제1 단부는 패널 상의 게이트 드라이버(7)에 가까운 라인들의 단부를 지칭하고, 제2<12>

단부는 패널 상의 게이트 드라이버(7)로부터 이격된 라인들의 단부를 지칭한다.

제1 실시예<13>

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.  도 1을 참조하면,<14>

상기 박막 트랜지스터 액정 디스플레이는: 정전압(constant voltage)을 제공하기 위한 주변 공통 전극 라인(3);

정전압을 유지하기 위한 복수의 화소 공통 전극 라인들(4); 게이트 신호들을 제공하기 위한 복수의 게이트 라인

들(1); 여러 행들로 복수의 화소들을 한정하도록 상기 게이트 라인들(1)과 교차하고, 데이터 신호들을 제공하기

위한 복수의 데이터 라인들(2); 복수의 화소 전극들(5)로서, 각각이 하나의 인접한 게이트 라인(1)과 하나의 인

접한 데이터 라인(2) 사이의 각각의 화소 내에 제공되고, 예를 들어 스위칭 요소로서 화소 박막 트랜지스터(6)

의 드레인과 연결되고, 스토리지 캐패시터들을 형성하도록 동일한 행(same row)의 화소 공통 전극 라인(4)과 중

첩되는 복수의 화소 전극들(5); 이전 행(previous row)의 각각의 게이트 라인(1)의 제1 단부와 연결된 게이트와

소스, 및 상기 동일한 행의 화소 공통 전극 라인(4)과 연결된 드레인을 각각 포함하는 복수의 제1 박막 트랜지

스터들(11); 및 상기 동일한 행의 게이트 라인(1)의 제1 단부와 연결된 게이트, 주변 공통 전극 라인(3)과 연결

된 소스, 및 상기 동일한 행의 화소 공통 전극 라인(4)의 제1 단부와 연결된 드레인을 각각 포함하는 복수의 제

2 박막 트랜지스터들;을 포함한다.  도면에서는, 상기 게이트 라인들을 제어하기 위한 게이트 드라이버(7, gate

driver)가 패널의 좌측에 제공되고, 상기 데이터 라인들을 제어하기 위한 데이터 드라이버(8, data driver)가

상기 패널의 상측에 제공된다.  그러나, 본 발명은 이러한 배열에 한정되는 것은 아니다.

이하에서는, 상기 패널 상의 (N-1)번째, N번째, 및 (N+1)번째 행들의 화소들을 참조하여 설명하기로 한다.  상<15>

기 N번째 행이 턴-온되면, 즉, 상기 N번째 행의 게이트 라인(1)에 고전압 신호(Vgh)가 인가되고, 상기 N번째 행

의 화소 전극들(5)에 데이터 라인들(2)로부터 전송된 데이터 신호들이 인가된다.  나머지 행들은 저전압 신호

(Vgl)에 의하여 제어되고, 이에 따라 상기 N번째 행의 제1 박막 트랜지스터(11)는 턴-오프되고, 상기 N번째 행

의 제2 박막 트랜지스터(12)는 동작된다.  따라서, 스토리지 캐패시터(Cst)를 형성하기 위한 상기 N번째 행의

화소 공통 전극 라인(4)에 상기 N번째 행의 제2 박막 트랜지스터(12)를 통하여 공통 전압이 인가되고, 이에 따

라 상기 N번째 행의 화소들은 정상적으로 하전될 수 있고, 또한 동작된다.  이와 동시에, 상기 (N+1)번째의 제1

박막 트랜지스터(11)는 턴-온된다.  즉, 스토리지 캐패시터(Cst)를 형성하기 위한 상기 (N+1)번째 행의 화소 공

통 전극 라인(4)에 고전압 신호(Vgh)가 또한 인가된다.  즉, 상기 N번째 행이 동작되면, 상기 (N+1)번째 행이

턴-온되기 전에, 상기 N번째 행의 게이트 라인은 상기 (N+1)번째 행의 스토리지 캐패시터(Cst)의 화소 공통 전

극 라인(4)에 고전압을 먼저 인가한다.  결과적으로, 상기 (N+1)번째 행이 턴-온되기 전에, 흑색 화상이 디스플

레이되고, 이에 따라 움직임 번짐(motion blur)이 완화될 수 있다.

본 실시예에 따라, 상기 LCD 디스플레이는 흑색 테이터를 행마다 삽입하여 구동되고, 이에 따라 행의 화상이 리<16>

프레쉬되기 전에 상기 행의 화상이 소거될 수 있다.  즉, 회색 화상이 흑색 화상으로 리셋(reset)된다.  이러한
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방법으로 잔상(visual residual)에 의하여 야기된 테일링이 제거될 수 있다.

제2 실시예<17>

도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.  도 2를 참조하면,<18>

상기 제2 실시예는 상기 박막 트랜지스터 액정 디스플레이가 복수의 제3 박막 트랜지스터들(13)을 더 포함한다

는 점에서 상기 제1 실시예와는 상이하다.  제3 박막 트랜지스터들(13) 각각에 대하여, 게이트는 동일한 행의

게이트 라인(1)의 제2 단부와 연결되고, 소스는 주변 공통 전극 라인(3)과 연결되고, 또한 드레인은 상기 동일

한 행의 화소 공통 전극 라인(4)의 상기 제2 단부와 연결된다.  제2 박막 트랜지스터들(12)과 제3 박막 트랜지

스터들(13)은 동일한 기능을 가진다.

이하에서는, (N-1)번째, N번째, 및 (N+1)번째 행들의 화소들을 참조하여 설명하기로 한다.  상기 N번째 행이 턴<19>

-온되면, 즉, 상기 N번째 행의 게이트 라인(1)에 고전압 신호(Vgh)가 인가되고, 상기 N번째 행의 화소 전극들

(5)에 데이터 라인들(2)로부터 전송된 데이터 신호들이 인가된다.  나머지 행들은 저전압 신호(Vgl)에 의하여

제어되고, 이에 따라 상기 N번째 행의 제1 박막 트랜지스터(11)는 턴-오프되고, 상기 N번째 행의 제2 박막 트랜

지스터(12) 및 상기 N번째 행의 제3 박막 트랜지스터(13)는 동작된다.  따라서, 주변 공통 전극 라인(3)으로부

터 상기 N번째 행의 제2 박막 트랜지스터(12) 및 상기 N번째 행의 제3 박막 트랜지스터(13)를 통하여 상기 N번

째 행의 스토리지 캐패시터(Cst)의 화소 공통 전극 라인(4)에 공통 전압이 인가되고, 이에 따라 상기 N번째 행

의 화소들은 정상적으로 하전될 수 있고, 또한 동작된다.  이와 동시에, 상기 (N+1)번째의 제1 박막 트랜지스터

(11)는 턴-온된다.  즉, 상기 (N+1)번째 행의 스토리지 캐패시터(Cst)의 화소 공통 전극 라인(4)에 고전압 신호

(Vgh)가 또한 인가된다.  즉, 상기 N번째 행이 동작되면, 상기 (N+1)번째 행이 턴-온되기 전에, 상기 N번째 행

의 게이트 라인이 상기 (N+1)번째 행의 스토리지 캐패시터(Cst)의 화소 공통 전극 라인(4)에 고전압을 먼저 인

가한다.  결과적으로, 상기 (N+1)번째 행이 턴-온되기 전에 흑색 화상이 디스플레이되고, 이에 따라 움직임 번

짐이 완화될 수 있다.

본 실시예에 따라, 상기 LCD 디스플레이는 흑색 테이터를 행마다 삽입하여 구동되고, 이에 따라 행의 화상이 리<20>

프레쉬되기 전에 상기 행의 화상이 소거될 수 있다.  즉, 회색 화상이 흑색 화상으로 리셋된다.  이러한 방법으

로 잔상에 의하여 야기된 테일링이 제거될 수 있다.

제3 실시예<21>

도 3은 본 발명의 제3 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.  도 3을 참조하면,<22>

상기 제3 실시예는 상기 박막 트랜지스터 액정 디스플레이가 복수의 제4 박막 트랜지스터들(14)을 더 포함한다

는 점에서 상기 제1 실시예와는 상이하다.  제4 박막 트랜지스터들(14) 각각에 대하여, 게이트 및 소스는 이전

행의 게이트 라인(1)의 제2 단부와 연결되고, 드레인은 동일한 행의 화소 공통 전극 라인(4)의 제2 단부와 연결

된다.  제1 박막 트랜지스터들(11) 및 제4 박막 트랜지스터들(14) 동일한 기능을 가진다.

이하에서는, (N-1)번째, N번째, 및 (N+1)번째 행들의 화소들을 참조하여 설명하기로 한다.  상기 N번째 행이 턴<23>

-온되면, 즉, 상기 N번째 행의 게이트 라인(1)에 고전압 신호(Vgh)가 인가되고, 상기 N번째 행의 화소 전극들

(5)에 데이터 라인들(2)로부터 전송된 데이터 신호들이 인가된다.  나머지 행들은 저전압 신호(Vgl)에 의하여

제어되고, 이에 따라 상기 N번째 행의 제1 박막 트랜지스터(11) 및 제4 박막 트랜지스터(14)는 턴-오프되고, 상

기 N번째 행의 제2 박막 트랜지스터(12)는 동작된다.  따라서, 주변 공통 전극 라인(3)으로부터 제2 박막 트랜

지스터(12)를 통하여 상기 N번째 행의 스토리지 캐패시터(Cst)의 화소 공통 전극 라인(4)에 공통 전압이 인가되

고,  이에 따라 상기 N번째 행의 화소들은 정상적으로 하전될 수 있고, 또한 동작된다.  이와 동시에, 상기

(N+1)번째의 제1 박막 트랜지스터(11) 및 제4 박막 트랜지스터(14)는 턴-온된다.  즉, 상기 (N+1)번째 행의 스

토리지 캐패시터(Cst)의 화소 공통 전극 라인(4)에 고전압 신호(Vgh)가 또한 인가된다.  즉, 상기 N번째 행이

동작되면, 상기 (N+1)번째 행이 턴-온되기 전에, 상기 N번째 행의 게이트 라인이 먼저 상기 (N+1)번째 행의 스

토리지 캐패시터(Cst)의 화소 공통 전극 라인(4)에 고전압을 인가한다.  결과적으로, 상기 (N+1)번째 행이 턴-

온되기 전에 흑색 화상이 디스플레이되고, 이에 따라 움직임 번짐이 완화될 수 있다.

본 실시예에 따라, 상기 LCD 디스플레이는 흑색 테이터를 행마다 삽입하여 구동되고, 이에 따라 행의 화상이 리<24>

프레쉬되기 전에 상기 행의 화상이 소거될 수 있다.  즉, 회색 화상이 흑색 화상으로 리셋된다.  이러한 방법으

로 잔상에 의하여 야기된 테일링이 제거될 수 있다.

제4 실시예<25>

도 4는 본 발명의 제4 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.  도 4를 참조하면,<26>
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상기 제4 실시예는 상기 박막 트랜지스터 액정 디스플레이가 복수의 제3 박막 트랜지스터들(13) 및 복수의 제4

박막 트랜지스터들(14)을 더 포함한다는 점에서 상기 제1 실시예와는 상이하다.  제3 박막 트랜지스터들(13) 각

각에 대하여, 게이트는 동일한 행의 게이트 라인(1)의 제2 단부와 연결되고, 소스는 주변 공통 전극 라인(3)과

연결되고, 또한 드레인은 상기 동일한 행의 화소 공통 전극 라인(4)의 제2 단부와 연결된다.  제4 박막 트랜지

스터들(14) 각각에 대하여, 게이트 및 소스는 이전 행의 게이트 라인(1)의 제2 단부와 연결되고, 드레인은 동일

한 행의 화소 공통 전극 라인(4)의 제2 단부와 연결된다.  제1 박막 트랜지스터들(11) 및 제4 박막 트랜지스터

들(14) 동일한 기능을 가지고, 제2 박막 트랜지스터들(12) 및 제3 박막 트랜지스터들(13)은 동일한 기능을 가진

다.

이하에서는, (N-1)번째, N번째, 및 (N+1)번째 행들의 화소들을 참조하여 설명하기로 한다.  상기 N번째 행이 턴<27>

-온되고, 즉, 상기 N번째 행의 게이트 라인(1)에 고전압 신호(Vgh)가 인가되면, 상기 N번째 행의 화소 전극들

(5)에 데이터 라인들(2)로부터 전송된 데이터 신호들이 인가된다.  나머지 행들은 저전압 신호(Vgl)에 의하여

제어되고, 이에 따라 상기 N번째 행의 제1 박막 트랜지스터(11) 및 제4 박막 트랜지스터(14)는 턴-오프되고, 상

기 N번째 행의 제2 박막 트랜지스터(12) 및 제3 박막 트랜지스터(13)는 동작된다.  따라서, 주변 공통 전극 라

인(3)으로부터 제2 박막 트랜지스터(12) 및 제3 박막 트랜지스터(13)를 통하여 상기 N번째 행의 스토리지 캐패

시터(Cst)의 화소 공통 전극 라인(4)에 공통 전압이 인가되고, 이에 따라 상기 N번째 행의 화소들은 정상적으로

하전될 수 있고, 또한 동작된다.  이와 동시에, 상기 (N+1)번째의 제1 박막 트랜지스터(11) 및 제4 박막 트랜지

스터(14)는 턴-온된다.  즉, 상기 (N+1)번째 행의 스토리지 캐패시터(Cst)의 화소 공통 전극 라인(4)에 고전압

신호(Vgh)가 또한 인가된다.  상기 N번째 행이 동작되면, 상기 (N+1)번째 행이 턴-온되기 전에, 상기 N번째 행

이 먼저 상기 (N+1)번째 행의 스토리지 캐패시터(Cst)의 화소 공통 전극 라인(4)에 고전압을 인가한다.  결과적

으로, 상기 (N+1)번째 행이 턴-온되기 전에 흑색 화상이 디스플레이되고, 이에 따라 움직임 번짐이 완화될 수

있다.

본 실시예에 따라, 상기 LCD 디스플레이는 흑색 테이터를 행마다 삽입하여 구동되고, 이에 따라 행의 화상이 리<28>

프레쉬되기 전에 상기 행의 화상이 소거될 수 있다.  즉, 회색 화상이 흑색 화상으로 리셋된다.  이러한 방법으

로 잔상에 의하여 야기된 테일링이 제거될 수 있다.

제5 실시예<29>

도 5는 본 발명의 제5 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.  도 5를 참조하면,<30>

상기 박막 트랜지스터 액정 디스플레이는: 정전압을 제공하기 위한 주변 공통 전극 라인(3); 정전압을 유지하기

위한 복수의 화소 공통 전극 라인들(4); 게이트 신호들을 제공하기 위한 복수의 게이트 라인들(1); 여러 행들로

복수의 화소들을 한정하도록 상기 게이트 라인들(1)과 교차하고, 데이터 신호들을 제공하기 위한 복수의 데이터

라인들(2); 복수의 화소 전극들(5)로서, 각각이 하나의 인접한 게이트 라인(1)과 하나의 인접한 데이터 라인(2)

사이의 각각의 화소 내에 제공되고, 화소 박막 트랜지스터(6)의 드레인과 연결되고, 스토리지 캐패시터들을 형

성하도록 동일한 행의 화소 공통 전극 라인(4)과 중첩되는 복수의 화소 전극들(5); 이전 행의 각각의 게이트 라

인(1)의 제1 단부와 연결된 게이트와 소스, 및 동일한 행의 화소 공통 전극 라인(4)의 제1 단부와 연결된 드레

인을 각각 포함하는 복수의 제1 박막 트랜지스터들(11);및 상기 동일한 행의 게이트 라인(1)의 제2 단부와 연결

된 게이트, 주변 공통 전극 라인(3)과 연결된 소스, 및 상기 동일한 행의 화소 공통 전극 라인(4)의 제2 단부와

연결된 드레인을 각각 포함하는 복수의 제3 박막 트랜지스터들;을 포함한다.

이하에서는, (N-1)번째, N번째, 및 (N+1)번째 행들의 화소들을 참조하여 설명하기로 한다.  상기 N번째 행이 턴<31>

-온되면, 상기 N번째 행의 제1 박막 트랜지스터(11)가 턴-오프되고, 상기 N번째 행의 제3 박막 트랜지스터(13)

가 동작된다.  따라서, 제3 박막 트랜지스터(13)를 통하여 상기 N번째 행의 스토리지 캐패시터(Cst)의 화소 공

통 전극 라인(4)에 공통 전압이 인가되고, 이에 따라 상기 N번째 행의 화소들은 정상적으로 하전될 수 있고, 또

한 동작된다.  이와 동시에, 상기 (N+1)번째의 제1 박막 트랜지스터(11)는 턴-온된다.  즉, 상기 (N+1)번째 행

의 스토리지 캐패시터(Cst)의 화소 공통 전극 라인(4)에 고전압 신호(Vgh)가 또한 인가된다.  즉, 상기 N번째

행이 동작되면, 상기 (N+1)번째 행이 턴-온되기 전에, 상기 N번째 행은 상기 (N+1)번째 행의 스토리지 캐패시터

(Cst)의 화소 공통 전극 라인(4)에 고전압을 먼저 인가한다.  결과적으로, 상기 (N+1)번째 행이 턴-온되기 전에

흑색 화상이 디스플레이되고, 이에 따라 움직임 번짐이 완화될 수 있다.

제6 실시예<32>

도 6은 본 발명의 제6 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.  도 6을 참조하면,<33>

상기 박막 트랜지스터 액정 디스플레이는: 정전압을 제공하기 위한 주변 공통 전극 라인(3); 정전압을 유지하기
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위한 복수의 화소 공통 전극 라인들(4); 게이트 신호들을 제공하기 위한 복수의 게이트 라인들(1); 여러 행들로

복수의 화소들을 한정하도록 상기 게이트 라인들(1)과 교차하고, 데이터 신호들을 제공하기 위한 복수의 데이터

라인들(2); 복수의 화소 전극들(5)로서, 각각이 하나의 인접한 게이트 라인(1)과 하나의 인접한 데이터 라인(2)

사이의 각각의 화소 내에 제공되고, 화소 박막 트랜지스터(6)의 드레인과 연결되고, 스토리지 캐패시터들을 형

성하도록 동일한 행의 화소 공통 전극 라인(4)과 중첩되는 복수의 화소 전극들(5); 상기 동일한 행의 게이트 라

인(1)의 제1 단부와 연결된 게이트, 주변 공통 전극 라인(3)과 연결된 소스, 및 상기 동일한 행의 화소 공통 전

극 라인(4)의 제1 단부와 연결된 드레인을 각각 포함하는 복수의 제1 박막 트랜지스터들(11); 이전 행의 게이트

라인(1)의 제2 단부와 연결된 게이트와 소스, 및 상기 동일한 행의 화소 공통 전극 라인(4)의 제2 단부와 연결

된 드레인을 각각 포함하는 복수의 제4 박막 트랜지스터들(14);을 포함한다.

이하에서는, (N-1)번째, N번째, 및 (N+1)번째 행들의 화소들을 참조하여 설명하기로 한다.  상기 N번째 행이 턴<34>

-온되면, 상기 N번째 행의 제4 박막 트랜지스터(14)가 턴-오프되고, 상기 N번째 행의 제2 박막 트랜지스터(12)

가 동작된다.  따라서, 제2 박막 트랜지스터(12)를 통하여 상기 N번째 행의 스토리지 캐패시터(Cst)의 화소 공

통 전극 라인(4)에 공통 전압이 인가되고, 이에 따라 상기 N번째 행의 화소들은 정상적으로 하전될 수 있고, 또

한 동작된다.  이와 동시에, 상기 (N+1)번째의 제4 박막 트랜지스터(14)는 턴-온된다.  즉, 상기 (N+1)번째 행

의 스토리지 캐패시터(Cst)의 화소 공통 전극 라인(4)에 고전압 신호(Vgh)가 또한 인가된다.  즉, 상기 N번째

행이 동작되면, 상기 (N+1)번째 행이 턴-온되기 전에, 상기 N번째 행은 상기 (N+1)번째 행의 스토리지 캐패시터

(Cst)의 화소 공통 전극 라인(4)에 고전압을 먼저 인가한다.  결과적으로, 상기 (N+1)번째 행이 턴-온되기 전에

흑색 화상이 디스플레이되고, 이에 따라 움직임 번짐이 완화될 수 있다.

제7 실시예<35>

도 7은 본 발명의 제7 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.  도 7을 참조하면,<36>

상기 제7 실시예는 구동 소자가 상기 제1 실시예의 제1 박막 트랜지스터들(11) 및 제2 박막 트랜지스터들(12)을

대신하여 제3 박막 트랜지스터들(13) 및 제4 박막 트랜지스터들(14)을 더 포함한다는 점에서 상기 제4 실시예와

는 상이하다.  이와 유사하게, 행의 화상이 리프레쉬되기 전에 상기 행의 화상이 소거될 수 있다.  즉, 회색 화

상이 흑색 화상으로 리셋된다.  이러한 방법으로 잔상에 의하여 야기된 테일링이 제거될 수 있다.  그러나, 제3

박막 트랜지스터들(13) 및 제4 박막 트랜지스터들(14)는 게이트 드라이버(7)로부터 이격되므로, 신호 지연은 화

소 공통 전극 라인(4)의 라인 거리의 증가에 의하여 야기될 수 있다.  화상의 깜박임(flickering)이 야기되더라

도, 본 실시예의 기술적 해결은 움직임 번짐을 감소하도록 작동될 수 있다.

제8 실시예<37>

도 8은 본 발명의 제8 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.  도 8을 참조하면,<38>

본 실시예의 박막 트랜지스터 액정 디스플레이는: 정전압을 제공하기 위한 주변 공통 전극 라인(3); 정전압을

유지하기 위한 복수의 화소 공통 전극 라인들(4); 게이트 신호들을 제공하기 위한 복수의 게이트 라인들(1); 여

러 행들로 복수의 화소들을 한정하도록 상기 게이트 라인들(1)과 교차하는 복수의 데이터 라인들(2); 하나의 게

이트 라인(1)의 일 단부와 상기 하나의 게이트 라인(1)의 다음 행의 하나의 화소 공통 전극 라인(4)을 각각 연

결하는 복수의 제1 박막 트랜지스터들(11); 주변 공통 전극 라인(3)과 화소 공통 전극 라인(4)의 일 단부를 각

각 연결하는 복수의 제2 박막 트랜지스터들(12); 주변 공통 전극 라인(3)과 화소 공통 전극 라인(4)의 타 단부

를 각각 연결하는 복수의 제3 박막 트랜지스터들(13); 및 게이트 라인(1)의 타 단부와 게이트 라인(1)의 다음

행의 화소 공통 전극 라인(4)의 타 단부를 각각 연결하는 복수의 제4 박막 트랜지스터들(14)을 포함한다.

도 8에 도시된 바와 같이, 본 실시예에 있어서, 제1 박막 트랜지스터(11)의 게이트와 소스는 하나의 게이트 라<39>

인(1)과 연결되고, 제1 박막 트랜지스터(11)의 드레인은 게이트 라인(1)의 다음 행의 화소 공통 전극 라인(4)과

연결된다.  제2 박막 트랜지스터(12)의 게이트와 소스는 주변 공통 전극 라인(3)과 연결되고, 제2 박막 트랜지

스터(12)의 드레인은 화소 공통 전극 라인(4)과 연결된다.  본 실시예에 있어서, 제3 박막 트랜지스터(13)의 게

이트와 소스는 주변 공통 전극 라인(3)과 연결되고, 제3 박막 트랜지스터(13)의 드레인은 화소 공통 전극 라인

(4)의  타  단부와  연결된다.   제4  박막  트랜지스터(14)의  게이트와  소스는  게이트  라인(1)의  타  단부와

연결되고, 제4 박막 트랜지스터(14)의 드레인은 게이트 라인(1)의 다음 행의 화소 공통 전극 라인(4)의 타 단부

와 연결된다.

이하에서는, (N-1)번째, N번째, 및 (N+1)번째 행들의 화소들을 참조하여 설명하기로 한다.  상기 (N-1)번째 행<40>

의 게이트 라인(1)에 고전압 신호(Vgh)가 인가되고, 턴-온되면, 상기 N번째 행의 제1 박막 트랜지스터(11)가 턴

-온된다.  이와 동시에, 동일한 고전압 신호(Vgh)가 N번째 행의 스토리지 캐패시터(Cst)의 상기 화소 공통 전극
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라인에 인가되고, 이러한 신호는 게이트 라인(1)의 신호와 함께 패널의 최우측에 전송된다.  또한, 이와 동시에

제4 박막 트랜지스터(14)가 턴-온된다.  따라서, 게이트 라인(1)의 입력 단부는 제1 박막 트랜지스터(11)를 통

하여 게이트 라인(1)의 다음 행의 화소 공통 전극 라인(4)과 연결되고, 제4 박막 트랜지스터(14)를 통하여 게이

트 라인(1)의 출력 단부와 더 연결되고, 이에 따라 다른 경로가 형성된다.  이러한 두 개의 경로들은 동일한 포

텐셜을 가지며, 동시에 상기 게이트 신호를 전송하고, 이에 따라 상기 신호 경로의 저항을 효과적으로 감소시킨

다.  고전압 신호(Vgh)가 상기 N번째 행에 인가되면, 나머지 행들은 저전압 신호(Vgl)에 의하여 제어되고, 이에

따라 상기 N번째 행의 제2 박막 트랜지스터(12)는 동작되고, 상기 패널의 최우측의 상기 N번째 행의 제3 박막

트랜지스터(13)는 또한 동작된다.  이와 동시에, 상기 (N+1)번째 행의 제1 박막 트랜지스터(11) 및 상기 패널의

최우측의 (N+1)번째 행의 제4 박막 트랜지스터(14)는 턴-오프된다.  따라서, 상기 패널의 양 측들의 두 개의 주

변 공통 전극 라인들(3)은 (N+1)번째 행의 제2 박막 트랜지스터(12), 제3 박막 트랜지스터(13), 및 화소 공통

전극 라인(4)을 통하여 서로 연결된다.  N번째 행의 스토리지 캐패시터에는 주변 공통 전극 라인들(3)의 신호

전압이 또한 인가되고, 상기 N번째 행은 정상적으로 하전된다.

즉, 고전압 신호가 행에 인가되면, 상기 행을 위하여 게이트 신호를 전송하는 두 개의 경로가 있다.  즉, 원래<41>

의 게이트 라인(1), 및 게이트 라인(1)의 입력 단부 및 출력 단부가 각각 제1 박막 트랜지스터(11) 및 제4 박막

트랜지스터(14)를 통하여 게이트 라인(1)의 다음 행의 화소 공통 전극 라인(4)에 연결됨에 의하여 형성된 경로

이다.  저전압 신호가 행에 인가되면, 상기 행의 제1 박막 트랜지스터(11) 및 제4 박막 트랜지스터(14)는 턴-오

프되고, 주변 공통 전극 라인들(3)은, 스토리지 캐패시터들의 공통 전극으로서, 제2 박막 트랜지스터(12), 제3

박막 트랜지스터(13), 및 화소 공통 전극 라인(4)에 의하여 연결된다.

상술한 구조와 설계 방법은 상기 게이트 라인의 저항과 신호 지연을 효과적으로 감소시킬 수 있고, 상기 개구<42>

비율 사이를 조정할 수 있고, 상기 게이트 라인의 신호 지연을 감소시키기 위하여 필요한 라인 폭을 증가시킬

수 있다.

상술한 실시예들은 예시적이며, 본 발명을 한정하는 것은 아니다.  본 발명이 본 명세서에서 바람직한 실시예들<43>

을 참조하여 설명되었다고 하여도, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않고 본 발명이 변형될 수 있고, 기술적

특징들 중의 일부들은 균등하게 치환될 수 있음이 본 기술분야의 당업자에게 명백할 것이다.  

도면의 간단한 설명

본 발명은 명세서에 개시되고 예시적으로 설명되며 본 발명을 한정하기 위한 것이 아닌 상세한 설명 및 도면들<44>

을 참조하여 보다 더 상세하게 이해될 수 있다. 

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.<45>

도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.<46>

도 3은 본 발명의 제3 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.<47>

도 4는 본 발명의 제4 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.<48>

도 5는 본 발명의 제5 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.<49>

도 6은 본 발명의 제6 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.<50>

도 7은 본 발명의 제7 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.<51>

도 8은 본 발명의 제8 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.<52>

도 9는 종래의 박막 트랜지스터 액정 디스플레이의 등가 회로도이다.<53>

도 10은 공통 스토리지 캐패시터(Cst on Common)의 설계의 등가 회로도이다.<54>

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *<55>

1: 게이트 라인, <56>

2: 데이터 라인, <57>

3: 공통 전극 라인,<58>

4: 화소 공통 전극 라인,<59>
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5: 화소 전극,<60>

6: 화소 박막 트랜지스터,<61>

7: 게이트 드라이버,<62>

8: 데이터 드라이버,<63>

11: 제1 박막 트랜지스터,<64>

12: 제2 박막 트랜지스터,<65>

13: 제3 박막 트랜지스터,<66>

14: 제4 박막 트랜지스터,<67>

도면

    도면1
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    도면2

    도면3
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    도면4

    도면5
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    도면7
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专利名称(译) 薄膜晶体管液晶显示器

公开(公告)号 KR1020090080470A 公开(公告)日 2009-07-24

申请号 KR1020080116821 申请日 2008-11-24

[标]申请(专利权)人(译) 北京京东方光电科技有限公司

申请(专利权)人(译) 北京京东方光电科技有限公司

当前申请(专利权)人(译) 北京京东方光电科技有限公司

[标]发明人 WENBAO GAO
원바오가오
XINSHE YIN
신스인
XIANGCHUN XIAO
시앙춘시아오

发明人 원바오가오
신스인
시앙춘시아오

IPC分类号 G02F1/136 H01L29/786

CPC分类号 G09G2310/061 G02F2001/133397 G02F1/136213 G09G3/3655 G02F1/1345 G09G2320/0223 
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摘要(译)

组成：多个像素电极（5）与像素公共电极线重叠，以形成存储电容器。
每个薄膜晶体管（11）包括栅极，源极和漏极。栅极和源极连接到前一
行的栅极线。漏极连接到同一行的像素电极。每个第二薄膜晶体管
（12）包括栅极，源极和漏极。栅极连接到同一行的栅极线。源极连接
到相邻的公共电极线。漏极连接到同一行的像素公共电极线。
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